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Diserta¢ni prace je zaméfena na charakterizaci vybranych mechanickych a elektrickych
vlastnosti tenkych vrstev obsahujicich zrna mikrokrystalického kiemiku zabudovana do amorfni
faze. Jde o vysoce aktualni a prestizni problematiku, ktera je pfedmétem soucasného
mezinarodniho vyzkumu s ohledem na vyuziti zkoumaného materialu pro tenkovrstvé slunecni
¢lanky. Problematika Uzce navazuje na pfedchozi prace pracoviité a dale je rozviji. Prace
systematicky rozviji nové metody charakterizace zkoumaného materialu s vyuzitim Ramanovy
mikrospektroskopie a mikroskopie atomarni sily.

Uvodni kapitola (Kap. 1) se struéné vénuje problematice tenkovrstvych sluneénich &lankd
a popisu jednotlivych ¢asti disertacni prace. Kapitola 2 popisuje strukturu mikrokrystalickych zm
zabudovanych v amorfnim kiemiku, metody pfipravy tohoto materialu ve formé tenkych vrstev,
moznosti modifikace objemového podilu krystalické faze zménou depozi¢nich podminek a vznik
krystalickych zrn. Kapitola 3 uvadi problematiku Ramanovy mikrospektroskopie a vybrané
modifikace mikroskopie atomami sily. Kapitolu 4 je mozné povazovat za experimentalni Gast
disertaéni prace. Tato kapitola poskytuje informace o pfipravé vzorki a podminkach jejich
charakterizace. Kapitola 6 obsahuje vysledky a interpretace Ramanovy mikrospektroskopie a
Kapitola 7 obsahuje vysledky lokalni vodivosti méfené pomoci vodivostni mikroskopie atomarni
sily. Vtéchto dvou kapitolach jsou podrobnéji popsany postupy rozvoje novych technik
vyuzitych pfi analyzach mikrokrystalického kiemiku. Osma kapitola shruje dosazené vysledky.
Soucasti prace vSak nejsou pfesné vymezené cile. Nicméné, alespon hlavni zaméry prace lze
vyCist v prvnim odstavci kapitoly 1.2.

' Disertacni prace ma piiméfeny pocet stran — 92, obsahuje celkem 48 obrazku a vyuziva
89 odkazu. Prace je prehledna, dobfe graficky zpracovana a bez vaznéjSich formalnich chyb.
Autor pracoval cilené, pouzil spravné metody a postupy. Dobie je patrny velky objem
experimentalnich méfeni, provedenych analyz a ziskanych vysledku, o ¢emz svédéi také Cetné
publikace autora v mezinarodnich Casopisech (7) a pfispévky na konferencich (zahraniéni 12,
domaci 4).

Prace pfinasi vyrazny rozvoj charakterizacnich metod a fadu novych védeckych poznatk,
které mohou byt dale rozvijeny a pfispéji k pochopeni elektrickych vlastnosti mikrokrystalického
kiemiku ve vztahu k jeho struktufe a depozi¢nim podminkam, a navic, nové metody a postupy
mohou byt vyuzity pro charakterizaci dalSich vyvijenych materiald.




K praci mam nasledujici pfipominky a dotazy:

- Str. 41, Obr. 5.2: Jaky je prubéh ,sbérmé“ hloubky pro excitaéni vinovou délku 785 nm,
zvolenou pro méfeni, viz str.40, 1.f. zdola?

- Str. 41, rovnice (5.3): Jaka je pfesnost stanoveni parametru y a tedy pfesnost stanoveni podilu
krystalické faze Xc?

- Str. 48, 7.f. shora: ,,... what is softer: ...“ Zfeym& mate na mysli pevnost materialu, tedy
,,strength®?

- Str. 48, posledni odstavec: Je pouzivana uprava substratu pro zvySeni adheze pfed depozici
vrstvy na raménko? Jak je raménko uchyceno v depozi¢ni komoie?

- Str. 50, Obr. 5.8(a): Je konec ohnutého raménka zadeponovany do vrstvy?

- Str. 54, 7-8.1. zdola: Lze interpretovat vétSi posuv amorfniho vii¢i mikrokrystalickému pasu
(pf1 stejném ohybu tramecku) tak, Ze na amorfni fazi je vétSi napéti, nez na fazi
mikrokrystalické?

- Str. 61, 1. odstavec: Bylo by mozné pouzit metodu fotoelektronové spektroskopie (XPS,
pfipadné mikroskopické XPS) nebo spektroskopické elipsometrie pro stanoveni tloustky
povrchové vrstvy oxidu kiemiku?

- Str. 71, Obr. 6.13: Méfeni velmi malych proudi je obecné obtizné. Jaka opatfeni umoziuji
méfit proudy mnohem mensi nez 1 pA?

Prace je velmi zajimava a je zfejmé, ze autor vénoval mnoho Casu rozsahlym méfenim,
jejich analyze a hledani interpretace vysledki s vyuzitim navrzenych modeld. Zavérem shrnuji,
ze disertaCni prace prokazuje piedpoklady autora k samostatné tvar¢i praci a spliuje kritéria
kladend na disertani praci. Doporuuji tedy praci k obhajobé. Za piedpokladu spravného
zodpovézeni dotazii a uspéSného prubéhu oponentniho fizeni, doporuduji udélit Mgr. Aliakseii
Vetushkovi titul Ph.D.
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